
Pilotaggio motore in DC con BJT

Motore in 
DC da 9 V 
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(40V, 800 mA, 
hfe da 40 per 
alte Ic a 100)
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T018

T092

 del campo magne-
tico variabile

Transistor bipolare a gate isolato è stato messo 
a punto per la prima volta nel 1980 ed ha sop-
piantato del tutto il BJT in applicazioni ad alta 
corrente essendo in grado di commutare alte ten-
sioni e alte correnti (arriva a 1200 A e a 6000 V). 
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parseInt () restituisce il primo numero 
intero (lungo) valido dal buffer 
seriale. I caratteri che non sono interi 
(o il segno meno) vengono saltati.
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IGBT (da Insulated

Gate Bipolar Transistor) 

Esso abbina al pregio dell'alta impedenza di 
ingresso dei MOS quello della bassa 
tensione di saturazione dei BJT.
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diodo di "ricircolo" o   
di "libera circolazione" 
(free wheeling).
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